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魅力的なターゲットは、新しい現象の発見や解明である。   























トル（点線）を示す。   
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ー71－  
般においても励起子と光を対等に考慮し、その実験結果を再考する必要がある事を意味している。   






















ある。   





（3）電子や正孔のスピン緩和 （舛本泰章・三晶具文）  
くAIGa九s／AlÅsタイプⅡ半導体量子井戸中のスピン扱和〉   
ここ数年、量子井戸中の電子のスピン状態に関する研究が盛んに行われている。基礎的な側面か  




















た。（報文5）   
〈AIGaAs／AIAsタイプⅡ半導体量子井戸を用いた超高速スピン偏極光苧スウィッチの研究〉   
近年、光コンピュータなどをめざした超商連光学スウィッチの研究開発が盛んに行われている。  
これらの素子に求められる性能としては、スウィッチング時間1ps以下、スウィッチンゲバワー  








数100G肋、スウィッチンゲバワー 3nJ／cⅦZ、の結果を得た。この結果は、前述の条件を満たし、  
AIGaAs／AIAsタイプⅡ半導体量子井戸が超高速光素子の材料として有望である事を示している。（報  
文6）  
【2】半導体量子井戸・超格子の光物性   
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はなく、局所的なポテンシャルミニマムからなる多数の状態からなる事が必要である。   
永続的ホールバーニングは従来、ガラスや結晶をホストとし、イオン、分子、カラーセンターを  












示している。  3．25  ユ．25  3．20  






（2）Siクラスター（金光義彦）   
固体物理的に興味のある種々の新物質の開発とその電子構造・光物性に関する実験的研究を行っ  
ている。研究対象としては、量子サイズ効果の発現が期待されるメゾスコピック系である。  
















ェ78－   
シリコン徴結晶の電子顕微鏡写真。  
この微結晶は赤く発光する。  
÷－  －－＞  
20nm  












が大書く変化する。   
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20）舛本春草、片柳智志、岡本慎二：  
－CuCl微結晶中の励起子分子Ⅲ”   
日本物理学会（1994年3月〕  
21）川添忠、山本哲也、Lev ZiB］in、舛本章章：  
“CuBr撒結晶のナノ砂ポンプ・プローブ分光’   
日本物理学会（1994年3月）  
22）川畑香西、石井稔括、舛本番章：  
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日本物理学会（1gg4年3月）  
23）山田陽一、宮嶋宏、舛本春草、山口栄雄、川上董一、藤田静雄、藤田茂夫：  
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